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はじめに MOSFET や IGBTに代表されるパワーデバイスは、近年、ハイブリット車や鉄道車両の

モータ制御には必要不可欠なデバイスとなってきている。しかし、電子機器の小型化に伴いパワ

ーデバイスの発熱(≧150℃)は無視できない問題になってきている。従来のペルチェモジュールを

用いた電子冷却は、別系統の外部電源を必要とするだけでなく室温以上に発熱したパワーデバイ

スの冷却には膨大な消費電力を必要とするため、コストの面からも採用されていない。しかし、

パワーデバイス自身に流れる電流を利用した新しい冷却デバイス(自己冷却デバイス)[1,2]を用い

れば、熱伝導のみに頼った従来の冷却方法にペルチェ熱流による冷却を加えることによって、よ

り効率的なパワーデバイスの冷却が期待されている。そこで、本研究では、室温で 500(μV/K)の

熱起電力を有する材料を用いて自己冷却デバイスを作製し、その冷却効果の性能評価を報告する。 

実験方法 室温でσ=100(S/cm), S=545(μV/K), κ=148(W/mK)の材料に両面鍍金加工を施し銅板で

挟んで自己冷却デバイスを作製した。作製した自己冷却デバイスをパワーデバイス(MOSFET：

IRF1324PbF, ON抵抗：1.5mΩ)と空冷フィンとの間に挟み、ゲート電圧 10V下ドレイン電流を流

して、パワーデバイスの表面温度を 240分間(5秒毎)測定した。自己冷却デバイスの性能は、パワ

ーデバイスのみのデバイスも同様に測定して、両者の表面温度の差から総合的に評価した。 

結果と考察 図 1及び 2にゲート電圧 10V下ドレイン電流 40A及び 50Aを流して、パワーデバイ

スの表面温度を測定した結果をパワーデバイスのみのデバイス(黒丸)と自己冷却デバイスをパワ

ーデバイスと空冷フィンとの間に挟んだデバイス(赤丸)についてそれぞれ示した。ドレイン電流

50A流した場合、両者の表面温度差より、明らかに自己冷却による冷却効果が確認された。 
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図 1. ゲート電圧 10V 下ドレイン電流 40A      図 2. ゲート電圧 10V 下ドレイン電流 50A 
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